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VIA NACIONAL D] oo

QUEM? Qualquer pessoa independentemente da nacionalidade e do local de residéncia.
ONDE? On-line/ Pessoalmente/ Via CTT / Fax

....... COMO? ...
e T e R
< 1 L
O PEDIDO ! DN ! PEDIDO PROVISORIO DE
. Faltadetempo _* | PATENTE (PPP)
) | Q |
DESCRICAQO : . : '
~ , Falta de financiamento DOCUMENTO QUE
REIVINDICAGOES : ; DESCREVA A INVENCAO
DESENHOS ! " . o |
' Pressao para divulgar 27 J
| |

RESUMO

v

Podem ser entregues em portugués ou inglés. <
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PEDIDO PROVISORIO DE PATENTE 'HQI 85 propriegage industrial

O QUE E

® Forma simples, facil e acessivel para apresentar um pedido de patente

& Sendo apenas necessario:

= Apresentar a identificacao do requerente

= Entregar (PTou IN) documento que descreva a invencao

(por ex.: um paper cientifico)

= Efectuar pagamento de uma taxa reduzida

Validade: Periodo maximo de 12 meses

Pode em qualquer altura ser convertido em pedido definitivo
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DOCUMENTO QUE DESCREVE A INVENGAO IND! pstrutonconst

PRINCIPAIS REQUISITOS

W Descrever ainvencao de forma a permitir a
sua execucdo por qualquer pessoa
competente na matéria

W Exibir todas as caracteristicas técnicas que
serdao depois reivindicadas no pedido
definitivo

W Pode estar em Portugués ou em Inglés
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VANTAGENS NP svto o e

O PPP PERMITE

= Divulgacao da invencao em simultaneo com o pedido de patente

= Fixar a prioridade de forma imediata e sem grandes exigéncias formais
= Adiar 12 meses a formalizagao de um pedido completo de patente

= Assegurar a confidencialidade da invengcao - PPP n&o é publicado

= Averiguar o estado da técnica - Pode ser requerida pesquisa

= Reduzir investimento inicial - 1 ano para avaliacao da potencialidade

= Decidir sobre a real possibilidade de aplica¢ao industrial ou aperfeicoar a
propria invengao (desde que a matéria esteja contemplada no pedido provisério)
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ESPECIFICIDADES DO PPP NP istiurpcocioral

TER EM ATENCAO

# O PPP nao permite reivindicar a prioridade de um
pedido anterior

» Pode nao ser admissivel em alguns paises como
forma de marcar a prioridade — Requerente deve
sempre informar-se sobre os requisitos impostos nos
paises onde deseja proteger a sua invengao

» Pedido provisorio redigido de forma demasiado
simplificada, vaga ou abrangente — Nao produz efeito

util aquando da conversao

» Pedido provisorio muito restrito — Limita o ambito de
proteccao da patente
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CONTEUDO DO PPP NP s oot e

Conteudos adequados: Conteudos inadequados:
= Artigos Cientificos = Resumos
= Teses = Resumos e desenhos

= Descri¢cOes (exaustivas) S6 fotografias ou desenhos

= Pedidos com reivindicagdes Descricdes muito gerais (pouca matéria técnica)

~ i )
Conteuldo dos PPPs

2% 2%

8%

Afecta directamente o Potencial
de Patenteabilidade do PPP

18%

O Resumo e desenhos O Resumo

O Artigo O Pedido c/reivindicacdes

O Descrigao exaustiva O Desenhos ou fotografias

O Tese y
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RELATORIO DE PESQUISA N0} vstowcorat

O QUE FAZER A SEGUIR

% Pesquisa ao estado da técnica existente naquele momento

% Relatério com comentarios do examinador

(se a pesquisa tiver sido solicitada e CASO EXISTA matéria pesquisavel)

4 )
~ . . . Pedido de Relatério de Pesquisa
Casos em que nao existe materia

pesquisavel:
24%

Limitacbes quanto ao objecto /7

Limitacbes quanto a patente

Outros direitos de PI 76%

Direitos de autor

‘I:I Relatorio de Pesquisa Pedido O Relatério de Pesquisa n&o Pedido ‘
NG

J
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CONVERSAO NP svto o e

COMO CONVERTER EM PEDIDO DEFINITIVO

(Antes de esgotados os 12 meses, 0 requerente deve solicitar a conversao do PPP num pedido definitivo)

Resumo
Descricao
Reivindicacoes
Desenhos

Wl Apresentar, em PT <

\.

#Wi Efectuar o pagamento da taxa correspondente a um pedido definitivo de

!

Se o pedido nao for convertido dentro do prazo, o requerente perde
todos os beneficios e o pedido € considerado retirado

patente

(assegura a confidencialidade da invencéo, o PPP né&o é publicado)
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TAXAS
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CUSTOS ASSOCIADOS AO PPP/PD

Euros
Online Papel
Pedido Provisério 10 20
Pesquisa 20 40
Converséo em Pedido Definitivo 70 140
Pedido Definitivo 100 200
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WORKFELOW 10, ethunrand,

PEDIDO DEFINITIVO DE PATENTE (PDP)

BPI BPI
18M PEDIDO DESPACHO
A

RELATORIO DE PESQUISA AC
(Pedido formalmente correcto)

PEDIDO PROVISORIO DE PATENTE (PPP)

RELATORIODE  loigenyleits) EXAME
PESQUISA ¢, 24 M

18M

PEDIDO CONVERSAO BPI BPI
PEDIDO DEFINITIVO PEDIDO DESPACHO
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CONVERSAO SEM ADICAO DE MATERIA TECNICA NP istiurpcocioral

SITUACAO REGULAR

PEDIDO PROVISORIO DE CONVERSAO EM
PATENTE (PPP) PEDIDO DEFINITIVO

C — ﬂ
(Data de Prioridade) 1

Pedido definitivo com a data de prioridade do PPP
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CONVERSAO COM ADICAO DE MATERIA TECNICA |t

SITUACAO NAO REGULAR

CONVERSAO NUM UNICO
PEDIDO DEFINITIVO

Data de Prioridade 1

T

12 MESES m—
/

—

y

P1

Data de Prioridade 2

Pedido definitivo com as datas de prioridade dos dois PPPs:

Matéria A (PPP 1): data de prioridade 1 + Matéria B (PPP 2): data de prioridade 2
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EXTENSAO DO PPP NP s oot e

PEDIDOS NOUTROS PAISES

APRESENTACAOQ (PPP)

(Data de
Prioridade) 12 MESES

N— __
—

CONVERSAO EM PEDIDO DEFINITIVO

E = EP

EXTENSAO DO PEDIDO A OUTROS PAISES = PCT
= JP, CN, KR...
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EXEMPLO — PPP E PEDIDO DEFINITIVO NP svto o e

PP

— ARTIGO SOBRE TERAPIA GENETICA

INTRODUCAD

& Terapia genéfica € a insergio de genes nas células e tecidos de wrn indrridun para o tratareento de
urna doenga; ern especial, doencas hereditdvias. & terapia genética visa a introdugio de alslons.
funcionais dagueles gue s30 defeituosos. Erdbora a tecnologia ainda esteja nurm estdgio inicial, tern
sido usada corn algmm sucesso.

PEDIDO DEFINITIVO PROCESSO BASICO

Ma maioria dos estudos a respeito de
terapia genética, mm gene "noreaal” &
inserido no genors para substitmr
mn gene “andmalo” cansador de
doenga. Urna molécula
~ transportadora, chamada vector, &
REIVINDICACAO usada para erviar o gene terapéutico
para as célulag-alvn do paciente.

Lrotualmente, o vector mals cormum
¢ wm witne gue foi geneticamente

alterado  para  transportar DA,

1. Utilizacdo de virus contendo o humano normal. .
gene terapéUtICO X CaraCterlzadO Osg winis evoluitarn de forma a encapsular e transportar os seus genes para células humanas,

cansando assitn doengas. Cientistas tentararn aproveitar essa capacidade para manipular o genoms,

por ser apllcado no transpor‘te do \ dos wirus, rermovendo os genes causadores de doeng as e inserindo genes terapéuticos.
referldo gene para dentro CéIUIaS \ Celulas-abn, tals corno as células do figado ou dos pulmées do paciente, s80 infectadas com o

wector. O wector, entdo, descarrega o seu roaterial genético, contendo o gene terapéutico hurnano, na

hepéticas ou pUImonareS m&f&dﬁt&&@pgm?mm pelos gernes terapénticos restanra as células-abvo,

TIPOS DE TERAPIA GENETIC A

Teoricamente € possivel transforroar tanto células sordticas (a rmaior parte das células do corpo)
coron células gertrinatteas (espermatondides, dvulos, & as snas pélulas-tyonoo precursoras). Todas as
terapias genéticas realizadas até agora ern humanos foram dirigidas a células sormdticas, engquanto a
engenhatia de células germinativas continua altarente corntrosersa. Para que os genes introduzidos
sejarn transroitidos nommalmente para a descendéncia, € necessdrio gque estes sejam inseridos na
célula & incorporades noe cromossomas por recornbinagin genética.

& terapia genética corn genes somdticos pode ser dividida em duas grandes categorias: ex vive (em
oue as células s8o0 modificadas fora do corpo e, entdo, transplantadas novamente para o paciente) e jx,
pivg (em que os genes s80 modificados nas células ainda dentro do corpo). sbordagens jn vive
baseadas e recoribinagio s80 especialinante Meoroms.
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Attorney Docket 30794,128-US-P1

Ligeira alteragdo no titulo sem alteracéo
do contetido

P P P Provisional Patent Application
for:

TECHNIQUE FOR THE GROWTH OF PLANAR SEMI-POLAR GALLIUM NITRIDE

| Autores principais com designacao de

inventores
Inventors:

Troy J. Baker, Benjamin A. Haskell, Paul T. Fini,
Steven P. DenBaars, James S, Speck and Shuji Nakamura

Mandatario

ARTIGO

Titulo

aracterization of Planar Semipolar Gallium Nitride Films on Sapphire Substrat
J. Baker'?, Benjamin A, Haskell"? Feng Wu'?, James S. Speck'? and Shuji Nakamura'2?

'Materials Departments, University of California, Santa Barbara, CA 93106, U.S.A. Autores
ZFlectrical Engineering Departments, University of California, Santa Barbara, CA 93106, U.S.A.
SNICP/ERATO JST, UCSB Group, University of California, Santa Barbara, CA 93106, U.S.A.

(Received Qctober 27, 2005; accepted December 26, 2005; published online February 3, 2006)

Prepared By:
Gates & Cooper LLP
Howard Hughes Center
6701 Center Drive West, Suite 1050
Los Angeles, California 90045

Abstract: Resumo

Specular, planar semipolar gallium nitride films were grown by hydride vapor phase epitaxy. Planar
(1013) and (1122) GaN have been grown on (1010) m-plane sapphire. The in-plane epitaxial relation
(101_3) GaN was [Sﬂgilm ||[1210] and [‘1'2;10']GBIN ||[0901]mph"e. The tn-pline epitaxial relation
(1122) GaN was [1121], |||[J(](]1]$apphmal and [1100],, ||[121D]sappmre' The (1013) films were detarr

have N-face sense polarity and a threading dislocation density of 8x10% em?. The (1122) films have | Reform ula(; ao do texto mas sem altera(;é_o do
sense polarity and have a threading dislocation density of 2¢10'0 cm2, The basal plane stacking faul contelido

was 2 x10° cm™" for both orientations, The RMS roughness of the films was under 10 nm for a 5 %5 pn TECHNIQUE FOR THE GROWTH OF PLANAR SEMI-POLAR GALLIUM NITRIDE
©2006 The Japan Society of Applied Physics

sapphire

ABSTRACT OF THE DISCLOSURE
A method for growing planar films of semi-polar nitrides on a miscut spinel substrate,
in which a large area of the semi-polar nitrides is parallel to the substrate’s surface. The

planar films and substrates are: (1) {1011} gallium nitride (GaN) grown on a {100} spinel
substrate miscut in specific directions, (2) {1013} gallium nitride (GaN) grown on a {110}
spinel substrate, (3) {1122} gallium nitride (GaN) grown on a {1100} sapphire substrate,

and (4) {1013} gallium nitride (GaN) grown on a {1100} sapphire substrate
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(12) INTERNATIONAL APPLICATION PUBLISHED UNDER THE PATENT COOPERATION TREATY (PCT) Iq p I instituto nacional

wnen d3 propriedade industrial

(19) World Intellectual Property Organization

International Burcau e

(43) International Publication Date
21 September 2006 (21.09.2006)

(51) International Patent Classification:
HOIL 2915 (2006.01) HOE 310312 (2006.01)

S/UIS]; 4986 Calle Real, Santa Barbara, California 9
(US). HASKELL, Benjamin, A. [US/US]; 724 Kroeber
Walk, #207, Goleta, California 93117 (US). FINI, Paul,
T. [USAUS]; 218 West Mason Street, Santa Barbara, Cali-
fornia 93101 (US). DENBAARS, Steven, P. [US/US|; 287
King Daniel Lane, Goleta, California93117 (US). SPECK,
_lamei,S [U‘E.I'U’ﬂ 947 West Camput. Lane, Goleta, Cal

(21} International Application Number:

PCT/US2006/008595 Inventores

(22) International Filing Date: 10 March 2006 (10.03.2006)

(25) Filing Language:

(26) Publication Language: English Agent: GATES, George, H.; Gates & Cooper LLP, 6701

Center Drive West, Suite 1050, Los Angeles, California

Representante legal

(30 Priority Data:

GOVH60,283 10 March 2005 (19.03.2005)  US
(81) Designated Stafes erwise indicated, for every
(T1) Applicant (for all designated Stargs excepr US): THE kind of nagional provection available): AL, AG. AL, AM,
REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFOR- AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN,
NIA [US/US]; 1111 Franklin Sg€et, 12th Floor, Oakland, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, BEG, ES, FI,

California 94607 (US). GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, IP, KE,
KG, KM, KN, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV,
LY, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NG, NI,
NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, 5C, 8D, SE, $G,

(75) Inventors/Applicants (for US only): BAKER, Troy, J.

[Continued on next page |

(54) : TECHNIQUE FOR THE GROWTH OF PLANAR SEMI-POLAR GALLIUM NITRIDE —»> TItU I 0}

(57) Abstract: A method for growing planar, semi-polar nitride film on a miscut spinel

GPTIONAL 10 substrate, in which a large area of the planar, semi-polar nitride film is parallel to the sub-
s&%‘r N~ strate’s surface. The planar films and substrates are: (1) {101 1 } gallium nitride (GaN) Res umo
'l‘ grown on a { 100} spinel substrate miscut in specific directions, (2) { 1013 } gallium nitride T— >
(GaN) grown on a {110} spinel substrate. (3) { 1122 } gallium nitride (GaN) grownon a |
LOAD V” 1 100 } sapphire substrate, and (4) { 1013 } galliom nitride (GalN) grownona { 1 1 00 }
— REACTOR sapphire substrate.
= I
— 14
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EVOLUCAO DOS PPPs pd o et R

Pedidos de 2008 2009
Invengies _ .
(Via Nacional) | Out | Mow | Dez | Jan | Few | Mar | Abe | Mai | Jun | Jul | dao Evolucdo dos PPPs
PPPs 19 | 9 [ 30 |24 | 20| 34 | 18|28 | 32|26 |12 em relacdo a outros
Pedidos de Patente | 24 | 15 | 20 [ 23 | 29 | 28 | 53 | 18 | 18 | 21 | 10 pedidos  para 0

Pedidos de Modelo periodo de Outubro

de Utilidade de 2008 a Agosto

Total Pedidos de
Invengies 52 35 a9 54 B2 515 o2 52 a5 52 27 de 2009

wPEPsvsTotal | 7 | o | 59 | 44 | 39 | 52 | 20 | 45 | 57 | a0 | 44
Pedidos

100 -

80 -

60 -

40 1

20 -

——

Out. Nov. Dez. Jan. Fev. Mar Abr Mai Jun ul Ago

‘—Q—Pedidos Provisérios de Patente —4—Pedidos de Patente Nacional ——Pedidos de Modelo de Utilidade Nacional ——Total Pedidos de Invengdes - Via Nacional ‘
\ y
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OBRIGADA PELA
VOSSA ATENCAO!
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. OS NOSSOS CONTACTOS

: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE
{ INDUSTRIAL

Campo das Cebolas 1149-035 Lisboa
Linha de informacgdes: 808 200 689 / Site: www.inpi.pt
Tel: (+351) 218 818 100 / Fax: (+351) 218 869 859

.
...............................................................................................................................
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